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１．概要（Summary） 

結晶Si系太陽電池の p型Si基板の裏面にはAl電極

が形成されている。また、太陽電池の表面の集電電極に

は Ag が用いられているが、高コストという課題から Cu へ

の変換が求められている。Cu 電極を形成するプロセスと

しては、裏面の Al電極を形成された基板に対して Cuペ

ーストを印刷し、熱処理を行う。この際、Si 基板に対して

行われる熱処理が、Si 基板と Al 電極の界面においてど

のような変化をもたらすのかをキャリア濃度分布の観点で

分析した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

拡がり抵抗測定装置 

 

【実験方法】 

試料には、裏面電極としてAlがつけられた太陽電池用

単結晶 p型 Si基板を用いた。これを 1 cm×1 cmに切り

出し、未熱処理、300℃-30 分、400℃-30 分、500℃-30

分、500℃-60 分で熱処理した試料をそれぞれ用意した。

その後、東北大学試作コインランドリにてダイヤモンドペ

ーストを用いて Al/Si界面に対して斜め 5.7°方向の傾き

研磨を施した後、拡がり抵抗測定装置を用いて、界面近

傍のキャリア濃度分布を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に各試料のキャリア濃度分布の測定結果を示す。

深さ方向の原点は Al/Siの界面位置を示し、正方向が Si

基板側への深さ、負方向がAl電極側への深さを表してい

る。未熱処理試料では、Si基板側へ、深さ 10 µm程度ま

で高キャリア濃度の領域が存在していることが測定結果よ

り明らかになった。一方で熱処理を施した4種類の試料に

関しては、いずれも Si基板側の高キャリア濃度領域が浅 

Fig.1  Carrier density depending on depth from 

Al/Si interface at different heat treatment 

temperature. 

 

くなっていることがわかる。また、熱処理温度が高い方が、

高キャリア濃度領域がより浅くなっていることが示された。

この結果より、Al/Si 界面において、熱処理を加えることで、

本来存在していた高キャリア濃度領域を巻き込んでいくよ

うな形で Al-Si 共晶層が成長したのではないかと言うこと

が考えられる。今後は、Al/Si界面の断面を FIB加工およ

び走査型電子顕微鏡によって観察し、Al-Si 共晶層の厚

さなどを測定して本結果と対応させる必要がある。 
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